
角丸四角型を用いたアバランシェフォトダイオードの受光面積改善 

Improvement of avalanche photodiode fill factor using rounded square layout 

長野高専，○秋山正弘，渡邉信太 

NIT, Nagano College, ○Masahiro Akiyama, Nobuhiro Watanabe 

E-mail: akiyama@nagano-nct.ac.jp 

 

１．背景・目的 

高感度・広ダイナミックを実現するイメージ

センサとしてアバランシェフォトダイオード

（APD）の利用した研究が進められている[1]．

アバランシェ増倍現象の発生には，高電圧をデ

バイスに印加する必要があるため様々な高耐

電圧化の工夫がされている．例えば APD のレ

イアウトを丸型にすることで局所的な電界集

中を無くする．これまでに，三角・四角・丸型

のレイアウトを用いた APD を試作し，それら

の高耐電圧評価を行ったところ，やはり丸型の

レイアウトが優れていることが確認できた[2]． 

しかし，丸型は四角型のレイアウトと比較して

受光面積が小さくなる問題がある．そこで，角

丸四角型を用いて受光面積改善を評価する． 

２．設計 

シミュレータ上で設計した APD の断面図を

図 1に示す. 不純物濃度はN+層を 8×1020cm-3, 

P+層を 3.3×1020cm-3,Pwell 層を 2.1×1018cm-3, 

Psub 層を 1×1016cm-3とした．図 2 に丸型・四

角型・角丸四角型レイアウトの上面図を記した． 

 

 

 

 

 

 

図１ APDの断面図 

 

 

 

 

 

(a)丸型     (b)四角型  (c)角丸四角型 

図２ APDレイアウトの上面図 

丸型の N+層は幅 100m 半径が 50m，四角

型の N＋層も幅 100m，角丸四角型は半径

45m の丸型と幅 10m の四角型を合成した形

である． 

３．シミュレーション結果・まとめ 

図 2(c)の角丸四角型の角における電界強度

を評価した結果，丸型の電界強度と同じであっ

た．また，この角丸四角型の面積は丸型より

407m2 大きい．これより電界強度を変えずに

受光面積の改善が可能である事を確認できた． 
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